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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲートラインと、
　前記ゲートライン上に形成され、前記ゲートライン上に形成されたホールを含む第１絶
縁膜と、
　前記第１絶縁膜上に形成され、前記第１絶縁膜の一部分を露出させるとともに前記ホー
ルに対応して形成される開口部を含む第２絶縁膜と、
　前記第１及び第２絶縁膜上に形成された複数の画素電極と、を含み、
　前記ホール及び前記開口部は、前記ゲートラインと前記画素電極とがオーバーラップす
るオーバーラップ領域に形成されており、
　前記オーバーラップ領域の画素電極のうちの少なくとも１つは前記ホールを通じて前記
ゲートラインと電気的に接続されることを特徴とするアレー基板。
【請求項２】
　前記各画素電極は、
　透過電極と、
　前記透過電極上に具備されて前記透過電極を露出させるための透過窓を有する反射電極
と、で構成されることを特徴とする請求項１記載のアレー基板。
【請求項３】
　前記第２絶縁膜は、前記透過窓が具備された透過領域より前記反射電極が具備された反
射領域で厚い厚さを有することを特徴とする請求項２記載のアレー基板。
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【請求項４】
　前記ゲートラインは、前記透過領域に形成され、前記透過電極とオーバーラップされる
ことを特徴とする請求項３記載のアレー基板。
【請求項５】
　前記ゲートラインは、前記反射領域に形成され、前記反射電極とオーバーラップされる
ことを特徴とする請求項３記載のアレー基板。
【請求項６】
　前記第２絶縁膜は、前記反射領域で凸凹構造を有する有機絶縁膜であることを特徴とす
る請求項３記載のアレー基板。
【請求項７】
　ゲートラインと、
　前記ゲートラインと直交するデータラインと、
　前記ゲートラインに連結されたゲート電極、前記データラインに連結されたソース電極
及び前記画素電極に連結されたドレーン電極で構成された薄膜トランジスタと、を更に含
むことを特徴とする請求項１記載のアレー基板。
【請求項８】
　前記第１絶縁膜は、
　前記ゲートライン上に具備されたゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜と前記第２絶縁膜との間に介在された無機絶縁膜と、で構成されたこ
とを特徴とする請求項７記載のアレー基板。
【請求項９】
　前記画素電極は、反射電極であることを特徴とする請求項１記載のアレー基板。
【請求項１０】
　ゲートラインと、前記ゲートライン上に形成され、前記ゲートライン上に形成されたホ
ールを含む第１絶縁膜と、前記第１絶縁膜上に形成され、前記第１絶縁膜の一部分を露出
させるとともに前記ホールに対応して形成される開口部を含む第２絶縁膜及び前記第１及
び第２絶縁膜上に形成された複数の画素電極とを含む第１基板と、
　前記第１基板と向かい合って共通電極が具備された第２基板と、
　前記第１基板と前記第２基板との間に介在された液晶層と、を含み、
　前記ホール及び前記開口部は、前記ゲートラインと前記画素電極とがオーバーラップす
るオーバーラップ領域に形成されており、
　前記オーバーラップ領域の画素電極のうちの少なくとも１つは前記ホールを通じて前記
ゲートラインと電気的に接続される液晶表示装置。
【請求項１１】
　前記各画素電極は、
　透過電極と、
　前記透過電極上に具備されて前記透過電極を露出させるための透過窓を有する反射電極
と、で構成されたことを特徴とする請求項１０記載の液晶表示装置。
【請求項１２】
　前記第２絶縁膜は、前記透過窓が具備された透過領域より前記反射電極が具備された反
射領域で厚い厚さを有することを特徴とする請求項１１記載の液晶表示装置。
【請求項１３】
　前記透過電極と前記共通電極との第１距離は、前記反射電極と前記共通電極との第２距
離より大きいことを特徴とする請求項１２記載の液晶表示装置。
【請求項１４】
　前記ゲートラインは、前記透過領域で前記透過電極とオーバーラップされることを特徴
とする請求項１２記載の液晶表示装置。
【請求項１５】
　基板と、
　基板上に形成されたゲートラインと、
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　前記ゲートライン上に形成され、前記ゲートライン上に形成されたホールを含む第１絶
縁膜と、
　前記第１絶縁膜上に形成され、少なくとも前記ゲートラインと対応する位置で前記第１
絶縁膜を露出させるとともに前記ホールに対応して形成される開口部が形成された第２絶
縁膜と、
　前記第１絶縁膜と第２絶縁膜上に形成された複数の画素電極と、を含み、
　前記ホール及び前記開口部は、前記ゲートラインと前記画素電極とがオーバーラップす
るオーバーラップ領域に形成されており、
　前記オーバーラップ領域の画素電極のうちの少なくとも１つは前記ホールを通じて前記
ゲートラインと電気的に接続されることを特徴とするアレー基板。
【請求項１６】
　前記第１絶縁膜には、前記画素電極と前記ゲートラインを電気的に連結して前記画素電
極に印加された信号を放電させるためのコンタクトホールが選択的に形成されることを特
徴とする請求項１５記載のアレー基板。
【請求項１７】
　前記画素電極は、
　透過電極と、
　前記透過電極上に具備されて前記透過電極を露出させるための透過窓を有する反射電極
と、で構成されることを特徴とする請求項１６記載のアレー基板。
【請求項１８】
　前記ゲートラインは、前記透過窓が具備された透過領域に形成され、前記透過電極とオ
ーバーラップされることを特徴とする請求項１７記載のアレー基板。
【請求項１９】
　前記ゲートラインは前記反射領域に形成され、前記反射電極とオーバーラップされるこ
とを特徴とする請求項１７記載のアレー基板。
【請求項２０】
　前記画素電極は、反射電極であることを特徴とする請求項１５記載のアレー基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アレー基板及びこれを有する液晶表示装置に関し、より詳細には、表示特性
を向上させることができるアレー基板及びこれを有する液晶表示装置に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、液晶表示装置は、アレー基板、カラーフィルター基板、アレー基板とカラーフ
ィルター基板との間に介在された液晶層で構成される。
【０００３】
　アレー基板は、薄膜トランジスタと電気的に連結される透過電極、及び透過電極の一部
領域を露出させながら透過電極上に具備された反射電極で構成された画素電極を含む。
【０００４】
　一方、カラーフィルター基板は、光が透過しながら所定の色が発現されるＲ、Ｇ、Ｂ色
画素で構成されたカラーフィルター、平坦化膜及び共通電極が順次形成された基板である
。
【０００５】
　カラーフィルターは、反射効率を最大化するために、Ｒ、Ｇ、Ｂ色画素の間に別のブラ
ックマトリックスを形成せずに、Ｒ、Ｇ、Ｂ色画素が互いに部分的にオーバーラップされ
る構造を有する。この際、カラーフィルターのＲ、Ｇ、Ｂ色画素の間に段差が発生するの
で、カラーフィルター上に一般的に平坦化膜を具備する。平坦化膜上には、共通電極が均
一な厚さに形成される。
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【０００６】
　しかし、前記平坦化膜には、工程環境の条件によって、微細塵又は平坦化膜自体の凝集
（ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）等による突起が形成される。この際、平坦化膜によって形成
される突起は、１.０μｍ～１０μｍの多様なサイズを有する。
【０００７】
　平坦化膜に形成された突起は、カラーフィルター基板の共通電極とアレー基板の画素電
極のショート（Ｓｈｏｒｔ）を誘発する。即ち、共通電極は平坦化膜上に均一な厚さに形
成されるので、平坦化膜に形成された突起の高さだけ突出され、共通電極と画素電極とが
電気的にショートされる可能性がある。これにより、液晶表示装置の画面上にショートが
発生された画素が相対的に白く見えるハイピクセル（ｈｉｇｈ　ｐｉｘｅｌ）が発生する
。特に、セルギャップが低くなるほど、平坦化膜の不均一による突起の数が増加され、こ
れによるハイピクセルの発生確率が増加される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、表示特性を向上させるためのアレー基板を提供する。
【０００９】
　本発明は、前記したアレー基板を有する液晶表示装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の特徴によるアレー基板は、
　ゲートラインと、
　前記ゲートライン上に形成され、前記ゲートライン上に形成されたホールを含む第１絶
縁膜と、
　前記第１絶縁膜上に形成され、前記第１絶縁膜の一部分を露出させるとともに前記ホー
ルに対応して形成される開口部を含む第２絶縁膜と、
　前記第１及び第２絶縁膜上に形成された複数の画素電極と、を含み、
　前記ホール及び前記開口部は、前記ゲートラインと前記画素電極とがオーバーラップす
るオーバーラップ領域に形成されており、
　前記オーバーラップ領域の画素電極のうちの少なくとも１つは前記ホールを通じて前記
ゲートラインと電気的に接続されることを特徴とする。
【００１１】
　前記各画素電極は、
　透過電極と、
　前記透過電極上に具備されて前記透過電極を露出させるための透過窓を有する反射電極
と、で構成されることを特徴とする。
【００１２】
　又、本発明の他の特徴による液晶表示装置は、ゲートラインと、前記ゲートライン上に
形成され、前記ゲートライン上に形成されたホールを含む第１絶縁膜と、前記第１絶縁膜
上に形成され、前記第１絶縁膜の一部分を露出させるとともに前記ホールに対応して形成
される開口部を含む第２絶縁膜及び前記第１及び第２絶縁膜上に形成された複数の画素電
極とを含む第１基板と、
　前記第１基板と向かい合って共通電極が具備された第２基板と、
　前記第１基板と前記第２基板との間に介在された液晶層と、を含み、
　前記ホール及び前記開口部は、前記ゲートラインと前記画素電極とがオーバーラップす
るオーバーラップ領域に形成されており、
　前記オーバーラップ領域の画素電極のうちの少なくとも１つは前記ホールを通じて前記
ゲートラインと電気的に接続される。
【００１３】
　また、本発明の他の特徴によるアレー基板は、
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　基板と、
　基板上に形成されたゲートラインと、
　前記ゲートライン上に形成され、前記ゲートライン上に形成されたホールを含む第１絶
縁膜と、
　前記第１絶縁膜上に形成され、少なくとも前記ゲートラインと対応する位置で前記第１
絶縁膜を露出させるとともに前記ホールに対応して形成される開口部が形成された第２絶
縁膜と、
　前記第１絶縁膜と第２絶縁膜上に形成された複数の画素電極と、を含み、
　前記ホール及び前記開口部は、前記ゲートラインと前記画素電極とがオーバーラップす
るオーバーラップ領域に形成されており、
　前記オーバーラップ領域の画素電極のうちの少なくとも１つは前記ホールを通じて前記
ゲートラインと電気的に接続されることを特徴とする。
【００１４】
　このようなアレー基板及びこれを有する液晶表示装置によると、アレー基板に具備され
たゲートラインは、無機絶縁膜を挟んで画素電極とオーバーラップされ、画素電極に印加
された信号を放電させるために、画素電極と電気的に連結される。有機絶縁膜は、画素電
極とゲートラインとの間で前記無機絶縁膜を露出させるための開口部を有する。従って、
液晶表示装置の表示特性を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図１は、本発明の一実施例によるアレー基板を示した概略図であり、図２は、図１に図
示された画素を具体的に示した平面図である。但し、図１及び図２に図示されたアレー基
板は、液晶表示装置に用いられる。
【００１６】
　図１及び図２を参照すると、本発明の一実施例によるアレー基板１００は、第１方向Ｄ
１に延長されたゲートラインＧＬと、前記第１方向Ｄ１と直交する第２方向Ｄ２に延長さ
れたデータラインＤＬが多数具備された基板である。
【００１７】
　前記ゲートラインＧＬと前記データラインＤＬが交差されながら、前記アレー基板１０
０上にマトリックス形状に多数の画素領域ＰＡを区画する。前記各画素領域ＰＡ内には、
薄膜トランジスタ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ；以下、ＴＦＴ）１２０
及び画素電極が具備される。前記ＴＦＴ１２０のゲート電極１２１は、前記ゲートライン
ＧＬに連結され、ソース電極１２５は、前記データラインＤＬに連結され、ドレーン電極
１２６は、前記画素電極に接続される。
【００１８】
　前記画素電極は、透過電極１５０及び反射電極１６０で構成される。前記透過電極１５
０は、前記反射電極１６０の下で前記ＴＦＴ１２０のドレーン電極１２６と接続され、前
記反射電極１６０は、前記透過電極１５０上に具備され前記透過電極１５０を通じて前記
ＴＦＴ１２０のドレーン電極１２６と電気的に連結される。前記反射電極１６０は、前記
透過電極１５０の一部分を露出させるための透過窓１６５を有する。従って、各画素領域
ＰＡは、前記反射電極１６０が形成された反射領域ＲＡと、前記透過窓１６５が具備され
た透過領域ＴＡに区分される。
【００１９】
　図２では、前記透過領域ＴＡが、前記画素領域ＰＡの一側に位置し、前記透過電極１５
０の一部分が、前記ゲートラインＧＬ側に延長され、前記ゲートラインＧＬとオーバーラ
ップされた構造（図中ＯＡ）を図示した。しかし、本発明による画素領域ＰＡの構造は、
ここに限定されず、前記透過領域ＴＡの一部分が前記ゲートラインＧＬと隣接するように
配置される範囲内で多様に変更することができる。
【００２０】
　ここで、前記透過電極１５０は、前記透過領域ＴＡ内で前記ゲートラインＧＬと絶縁さ
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れた状態でオーバーラップされる。しかし、前記透過電極１５０は、前記ゲートラインＧ
Ｌと電気的に連結されることができる。
【００２１】
　図３は、図２の切断線Ａ－Ａ′によって切断された画素を具体的に示した断面図であり
、図４は、ゲートラインと透明電極が電気的に連結された構造を示した断面図である。
【００２２】
　図２及び図３を参照すると、第１基板１１０上には、ゲートラインＧＬ、前記ゲートラ
インＧＬから分岐されたゲート電極１２１が形成される。前記ゲート電極１２１及び前記
ゲートラインＧＬ上には、シリコン窒化膜（ＳｉＮｘ）からなるゲート絶縁膜１２２が約
４０００Åの厚さに積層される。前記ゲート絶縁膜１２２上には、アクティブ層１２３及
びオームコンタクト層１２４が順次積層される。その後、前記第１基板１１０上には、デ
ータラインＤＬ、前記データラインＤＬから分岐されたソース電極１２５及び前記ソース
電極１２５と分離されたドレーン電極１２６が形成される。これにより、前記第１基板１
１０上にＴＦＴ１２０が完成される。
【００２３】
　前記ＴＦＴ１２０上には、シリコン窒化膜（ＳｉＮｘ）からなる無機絶縁膜１３０が、
約２０００Åの厚さに積層され前記ＴＦＴ１２０を保護する。前記無機絶縁膜１３０には
、第１コンタクトホール１３１が形成され前記ＴＦＴ１２０のドレーン電極１２６を部分
的に露出させる。その後、前記無機絶縁膜１３０上には、アクリル系樹脂からなる有機絶
縁膜１４０が、約２～３μｍの厚さに積層される。前記有機絶縁膜１４０には、前記第１
コンタクトホール１３１と対応する第２コンタクトホール１４１が形成され前記ＴＦＴ１
２０のドレーン電極１２６を露出させる。
【００２４】
　前記透過領域ＴＡにおいて、前記有機絶縁膜１４０は、前記無機絶縁膜１３０を露出さ
せるための開口部１４５を有する。又、前記ゲートラインＧＬをカバーする前記無機絶縁
膜１３０は、前記開口部１４５を通じて露出される。一方、光の反射効率及び視野角を向
上させるために、前記反射領域ＲＡで前記有機絶縁膜１４０は凸凹構造を有する。
【００２５】
　その後、前記有機絶縁膜１４０及び前記開口部１４５を通じて露出された前記無機絶縁
膜１３０上には、透明性導電物質であるインジウムティンオキサイド（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔ
ｉｎ　Ｏｘｉｄｅ；以下、ＩＴＯ）又はインジウムジンクオキサイド（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚ
ｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ；以下、ＩＺＯ）からなる透過電極１５０が均一な厚さに積層される
。前記透過電極１５０は、前記第１及び第２コンタクトホール１３１、１４１を通じて前
記ＴＦＴ１２０のドレーン電極１２６と電気的に連結される。又、前記透過領域ＴＡ内に
は、前記透過電極１５０が前記無機絶縁膜１３０及びゲート絶縁膜１２２を挟んで前記ゲ
ートラインＧＬとオーバーラップされるオーバーラップ領域ＯＡが具備される。
【００２６】
　前記透過電極１５０上には、アルミニウムネオジム（ＡｌＮｄ）からなる単一膜又はア
ルミニウムネオジム（ＡｌＮｄ）とモリブデンタングステン（ＭｏＷ）からなる二重膜構
造を有する反射電極１６０が均一な厚さに積層される。前記反射電極１６０は、前記透過
電極１５０を露出させるための透過窓１６５を具備する。一方、凸凹構造を有する前記有
機絶縁膜１４０によって前記反射電極１６０も凸凹構造を有する。従って、前記反射電極
１６０は、液晶表示装置の光の反射効率及び視野角を向上させることができる。
【００２７】
  前記アレー基板１００自体の欠陥又は前記アレー基板１００の外部的な要因により前記
画素に不良、例えばハイピクセルが発生する虞がある。このようなハイピクセル現象を防
止するために、図４に示したように、前記オーバーラップ領域ＯＡで、前記透過電極１５
０は、前記ゲートラインＧＬと電気的に連結されることができる。即ち、前記透過電極１
５０と前記ゲートラインＧＬがオーバーラップされた領域ＯＡにレーザーを照査すると、
前記無機絶縁膜１３０及びゲート絶縁膜１２２が融けて、前記透過電極１５０は前記ゲー
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トラインＧＬと電気的に連結される。従って、ハイピクセルが発生される画素を非活性化
状態に維持することができるので、表示特性が低下することを防止することができる。
【００２８】
  一方、前記透過電極１５０は、前記反射電極１６０と電気的に連結されるので、前記透
過電極１５０が前記ゲートラインＧＬと接続されると、結局前記反射電極１６０は、前記
ゲートラインＧＬと電気的に連結される。
【００２９】
  ここで、前記ゲートラインＧＬは、一つのフレーム（ｆｒａｍｅ）の間、特定な時間の
間にのみ、前記ゲートラインＧＬに連結された前記ＴＦＴ１２０を駆動させるのに充分な
オン（ｏｎ）電圧を出力し、前記特定時間以外の時間には、オフ（ｏｆｆ）電圧を出力す
る。
【００３０】
  前記透過電極１５０と前記ゲートラインＧＬを電気的に連結させると、前記特定時間以
外の時間の間に前記透過電極１５０は、前記オフ（ｏｆｆ）電圧を維持することができる
。従って、ハイピクセルのような不良が発生された画素が不良な状態に動作することを防
止して前記液晶表示装置の表示特性を向上させることができる。
【００３１】
  図５は、本発明の他の実施例によるアレー基板の画素を具体的に示した平面図であり、
図６は、図５の切断線Ｂ－Ｂ′により切断された画素を具体的に示した断面図である。
【００３２】
  図５及び図６を参照すると、本発明の他の実施例によるアレー基板は、第１方向Ｄ１に
延長されたゲートラインＧＬと前記第１方向Ｄ１と直交する第２方向Ｄ２に延長されたデ
ータラインＤＬにより区画された画素領域を具備する。
【００３３】
  前記画素領域内には、ＴＦＴ１２０、透過電極１５０及び反射電極１６０が具備される
。前記ＴＦＴ１２０のゲート電極１２１は、前記ゲートラインＧＬに連結され、ソース電
極１２５は前記データラインＤＬに連結され、ドレーン電極１２６は前記透過電極１５０
及び反射電極１６０にそれぞれ接続される。
【００３４】
  前記透過電極１５０は、前記反射電極１６０の下で前記ＴＦＴ１２０のドレーン電極１
２６に直接的に接続され、前記反射電極１６０は、前記透過電極１５０上に具備され、前
記透過電極１５０を通じて前記ＴＦＴ１２０のドレーン電極１２６と電気的に連結される
。前記反射電極１６０は、部分的に開口された透過窓１６５が形成され前記透過電極１５
０の一部分を露出させる。従って、前記画素領域は、前記反射電極１６０が形成された反
射領域ＲＡと前記透過窓１６５が具備された透過領域ＴＡに区分される。
【００３５】
  ここで、前記反射領域ＲＡ内には、前記反射電極１６０が前記ゲートラインＧＬと絶縁
された状態でオーバーラップされるオーバーラップ領域ＯＡが具備される。
【００３６】
  図５及び図６に示したように、第１基板１１０上には、ゲートラインＧＬ、前記ゲート
ラインＧＬから分岐されたゲート電極１２１が形成される。前記ゲート電極１２１及び前
記ゲートラインＧＬ上には、ゲート絶縁膜１２２が積層される。前記ゲート絶縁膜１２２
上には、アクティブ層１２３及びオームコンタクト層１２４が順次積層される。以後、前
記第１基板１１０上には、データラインＤＬ、前記データラインＤＬから分岐されたソー
ス電極１２５及び前記ソース電極１２５と分離されたドレーン電極１２６が形成される。
これにより、前記第１基板１１０上にＴＦＴ１２０が完成される。
【００３７】
  前記ＴＦＴ１２０上には、無機絶縁膜１３０が積層され前記ＴＦＴ１２０を保護する。
前記無機絶縁膜１３０は、前記ＴＦＴ１２０のドレーン電極１２６を露出させるための第
１コンタクトホール１３１を具備する。以後、前記無機絶縁膜１３１上には、アクリル系
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樹脂からなる有機絶縁膜１４０が積層される。前記有機絶縁膜１４０は、前記第１コンタ
クトホール１３１と対応する位置で前記ＴＦＴ１２０のドレーン電極１２６を露出させる
ための第２コンタクトホール１４１を具備する。
【００３８】
  又、前記有機絶縁膜１４０は、前記ゲートラインＧＬと前記反射電極１６０がオーバー
ラップされるオーバーラップ領域ＯＡで前記無機絶縁膜１３０を露出させるための開口部
１４７を更に具備する。
【００３９】
  以後、前記有機絶縁膜１４０及び前記開口部１４７を通じて露出された前記無機絶縁膜
１３０上には透過電極１５０が積層される。前記透過電極１５０は、前記第１及び第２コ
ンタクトホール１３１、１４１を通じて前記ＴＦＴ１２０のドレーン電極１２６と電気的
に連結される。
【００４０】
  前記透過電極１５０上には、透過窓１６５を有する反射電極１６０が積層される。又、
前記反射電極１６０は、前記オーバーラップ領域ＯＡで前記無機絶縁膜１３０及びゲート
絶縁膜１２２を挟んで前記ゲートラインＧＬとオーバーラップされる。
【００４１】
  図７は、ゲートラインと反射電極が電気的に連結された構造を示した断面図である。
【００４２】
  図７を参照すると、不良が発生された画素は、オーバーラップ領域ＯＡで反射電極１６
０とゲートラインＧＬが電気的に連結された構造を有する。
【００４３】
  即ち、前記アレー基板の自体欠陥又は前記アレー基板の外部的な要因によってハイピク
セル現象が発生すると、前記オーバーラップ領域ＯＡにレーザーを照査して前記反射電極
１６０を前記ゲートラインＧＬと電気的に連結させる。
【００４４】
  前記透過電極１５０及び反射電極１６０が前記ゲートラインＧＬに電気的に連結される
と、前記透過電極１５０及び反射電極１６０がオフ（ｏｆｆ）電圧を維持することができ
、これにより不良が発生された画素は非活性化状態に維持される。従って、前記画素が不
良な状態に動作することを防止して、前記液晶表示装置の表示特性を向上させることがで
きる。
【００４５】
  図１乃至図７では、画素領域ＰＡ内に、透過領域ＴＡと反射領域ＲＡを具備する半透過
型液晶表示装置のみを説明した。しかし、本発明による画素領域ＰＡの構造は、半透過型
液晶表示装置に限定されず、前記画素領域が反射領域のみで構成され、反射電極の下部に
有機絶縁膜１４０を具備する反射型液晶表示装置にも充分に適用することができる。
【００４６】
  図８は、本発明の他の実施例によるアレー基板の平面図である。
【００４７】
  図８を参照すると、本発明の他の実施例によるアレー基板は、ゲートラインＧＬ、前記
ゲートラインＧＬと絶縁され交差する第１データラインＤＬｎ－１及び第２データライン
ＤＬｎを具備する。前記第１データラインＤＬｎ－１は、ｎ－１番目データラインであり
、前記第２データラインＤＬｎは、ｎ番目データラインである。ここで、ｎは２以上の自
然数である。
【００４８】
  前記アレー基板は、前記ゲートラインＧＬと前記第１データラインＤＬｎ－１により区
画された第１画素領域ＰＡ１及び前記ゲートラインＧＬと前記第２データラインＤＬｎに
より区画された第２画素領域ＰＡ２からなる。前記第１及び第２画素領域ＰＡ１、ＰＡ２
のそれぞれにはＴＦＴ１２０、透過電極１５０及び反射電極１６０が具備される。この実
施例において、前記第１画素領域ＰＡ１と前記第２画素領域ＰＡ２は互いに同一な構造を
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有するので、これに同一な参照符号を付ける。
【００４９】
  前記透過電極１５０と前記反射電極１６０のうち、いずれか一つは、前記ゲートライン
ＧＬとオーバーラップされる。しかし、図８では、前記透過電極１５０が前記ゲートライ
ンＧＬとオーバーラップされた構造を図示する。前記第１画素領域ＰＡ１の中、第１オー
バーラップ領域ＯＡ１で前記透過電極１５０は前記ゲートラインＧＬとオーバーラップさ
れ、前記第２画素領域ＰＡ２の中、第２オーバーラップ領域ＯＡ２で前記透過電極１５０
は前記ゲートラインＧＬとオーバーラップされる。
【００５０】
  前記アレー基板を製造する過程において、前記第１及び第２画素領域ＰＡ１、ＰＡ２に
それぞれ具備された透過電極１５０が電気的に接続されるか、反射電極１６０が電気的に
接続されるか、或いは前記第１及び第２画素領域ＰＡ１、ＰＡ２で透過電極１５０と反射
電極１６０が接続される場合が発生する可能性がある。これが互いに電気的に接続される
場合、前記第１及び第２画素領域ＰＡ１、ＰＡ２に具備された透過電極１５０又は反射電
極１６０に同一な電圧が印加される。これにより、前記アレー基板に形成された前記第１
及び第２画素領域ＰＡ１、ＰＡ２は正常的に動作されない。
【００５１】
  このような不良が発生する場合、前記第１画素領域ＰＡ１に具備された前記透過電極１
５０を前記ゲートラインＧＬと電気的に連結させると、前記第１及び第２画素領域ＰＡ１
、ＰＡ２のそれぞれに具備された前記透過電極１５０及び反射電極１６０にオフ（ｏｆｆ
）電圧を印加することができる。
【００５２】
  即ち、前記第１及び第２画素領域ＰＡ１、ＰＡ２に具備された透過電極１５０又は反射
電極１６０が電気的に連結された非正常状態で、前記第１画素領域ＰＡ１に具備された前
記透過電極ＧＬを前記ゲートラインＧＬと接続させることにより、前記第２画素領域ＰＡ
２に具備された前記透過電極１５０にも前記オフ（ｏｆｆ）電圧を印加することができる
。
【００５３】
  従って、前記第１及び第２画素領域ＰＡ１、ＰＡ２で不良が発生された二つの画素には
動作電圧が提供されないので、これらの画素が非正常状態に動作することを防止すること
ができ、前記液晶表示装置の表示特性を向上させることができる。
【００５４】
  図９は、本発明の他の実施例による液晶表示装置を具体的に示した断面図である。
【００５５】
  図９を参照すると、本発明の他の実施例による液晶表示装置４００は、アレー基板１０
０、前記アレー基板１００と対向するカラーフィルター基板２００及び前記アレー基板１
００と前記カラーフィルター基板２００との間に介在された液晶層３００で構成される。
【００５６】
  前記アレー基板１００は、ゲートラインＧＬとデータラインにより区画された多数の画
素領域内に形成されたＴＦＴ１２０、透過電極１５０及び反射電極１６０をそれぞれ具備
する。前記透過電極１５０は、前記ＴＦＴ１２０のドレーン電極１２６と接続され、前記
反射電極１６０は、前記透過電極１５０上に具備され前記透過電極１５０を通じて前記Ｔ
ＦＴ１２０のドレーン電極１２６と電気的に連結される。
【００５７】
  前記反射電極１６０は、前記透過電極１５０の一部分を露出させるための透過窓１６５
を有する。従って、各画素領域は、前記反射電極１６０が形成された反射領域ＲＡと前記
透過窓１６５が具備された透過領域ＴＡとに区分される。
【００５８】
  前記透過電極１５０は、前記透過領域ＴＡ内で前記ゲートラインＧＬと絶縁された状態
でオーバーラップされる。しかし、前記透過電極１５０は、前記ゲートラインＧＬと電気
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的に連結されることができる。一方、前記カラーフィルター基板２００は、第２基板２１
０上にカラーフィルター２２０、平坦化膜２３０及び共通電極２４０が順次形成された基
板である。
【００５９】
  前記カラーフィルター２２０は、光によって赤色に発現されるＲ（Ｒｅｄ）色画素、光
によって緑色に発現されるＧ（Ｇｒｅｅｎ）色画素及び光によって青色に発現されるＢ（
Ｂｌｕｅ）色画素からなる。この際、前記Ｒ、Ｇ、Ｂ色画素のそれぞれは、隣接する色画
素と部分的にオーバーラップされるように形成される。
【００６０】
  又、前記カラーフィルター２２０上には、前記Ｒ、Ｇ、Ｂ色画素が互いにオーバーラッ
プされて発生する段差を除去するための平坦化膜２３０が形成される。前記平坦化膜２３
０は、感光性有機絶縁膜中の一つであるアクリル樹脂又はポリイミド樹脂からなる有機膜
で形成される。前記平坦化膜２３０上には、均一な厚さに共通電極２４０が形成される。
前記共通電極２４０は、ＩＴＯ又はＩＺＯ膜のような透明性導電膜で形成される。
【００６１】
  図９に示したように、前記カラーフィルター２２０の段差を除去するために、前記平坦
化膜２３０を形成する過程で発生する微細塵又は製造工程での不良によって、前記平坦化
膜２３０を形成する有機物質が固まって突起２３１が形成されることもある。前記共通電
極２４０は、前記突起２３１が形成された前記平坦化膜２３０上にも均一に積層される。
【００６２】
  一般に、前記透過領域ＴＡでの前記透過電極１５０と前記共通電極２４０との第１距離
ｄ１は、前記反射領域ＲＡでの前記反射電極１６０と前記共通電極２４０との第２距離ｄ
２より大きい。即ち、前記液晶表示装置４００は、前記透過領域ＴＡと前記反射領域ＲＡ
で互いに異なるセルギャップからなる二重セルギャップ構造を有する。
【００６３】
  前記反射領域ＲＡでのセルギャップが、前記透過領域ＴＡでのセルギャップより相対的
に小さいので、前記突起２３１上に形成された前記共通電極２４０は、前記反射領域ＲＡ
で前記透明電極１５０上に具備された前記反射電極１６０とショートされる可能性がある
。
【００６４】
  前記共通電極２４０が、前記反射電極１６０と電気的に連結される場合、前記透過電極
１５０及び前記反射電極１６０には、正常的に印加されるべき電圧より高いか、或いは低
い電圧が印加される虞がある。このため、前記ショートが発生された領域ＳＡの画素が、
前記液晶表示装置４００の画面上で相対的に明るく見えるか、或いは暗く見える。
【００６５】
  この際、前記透過電極１５０と前記ゲートラインＧＬがオーバーラップされたオーバー
ラップ領域ＯＡにレーザーを照査して前記透過電極１５０と前記ゲートラインＧＬを電気
的に接続させる。従って、前記透過電極１５０及び反射電極１６０には、前記ゲートライ
ンＧＬを通じて外部からのオフ電圧が提供される。これにより、前記ショートが発生され
た領域ＳＡの画素が、前記液晶表示装置４００の画面上で大部分暗く見えるようにするこ
とができ、前記液晶表示装置４００の表示特性を向上させることができる。
【００６６】
  図９では、前記カラーフィルター２２０がＲ、Ｇ、Ｂ色画素が部分的にオーバーラップ
された構造を有することを図示した。しかし、前記カラーフィルター２２０は、Ｒ、Ｇ、
Ｂ色画素が所定間隔に離隔され、各色画素の間に遮光膜（図示せず）が介在される構造を
有することもできる。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
　このようなアレー基板及びこれを有する液晶表示装置によると、アレー基板に具備され
たゲートラインは、無機絶縁膜を挟んで画素電極とオーバーラップされ、画素電極に印加
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された信号を放電させるために、画素電極と電気的に連結される。有機絶縁膜は、画素電
極とゲートラインとの間に前記無機絶縁膜を露出させるための開口部を有する。
【００６８】
  従って、前記ゲートラインと画素電極がオーバーラップされた領域で前記有機絶縁膜が
開口部を有するので、誤動作状態の画素電極を容易にゲートラインと電気的に接続させる
ことができる。
【００６９】
  又、誤動作状態の前記画素電極に印加された電圧を、前記ゲートラインを通じて放電さ
せることにより、前記液晶表示装置の画面に前記誤動作状態の画素電極領域が相対的に白
く見えるハイピクセル現象を防止することができる。その結果、液晶表示装置の表示特性
を向上させることができる。
【００７０】
　以上、本発明の実施例によって詳細に説明したが、本発明はこれに限定されず、本発明
が属する技術分野において通常の知識を有するものであれば本発明の思想と精神を離れる
ことなく、本発明を修正または変更できる。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の一実施例によるアレー基板を示す概略図である。
【図２】図１に図示された画素を具体的に示した平面図である。
【図３】図２の切断線Ａ－Ａ′によって切断された画素を具体的に示した断面図である。
【図４】ゲートラインと透明電極が電気的に連結された構造を示した断面図である。
【図５】本発明の他の実施例によるアレー基板の画素を具体的に示した平面図である。
【図６】図５の切断線Ｂ－Ｂ′によって切断された画素を具体的に示した断面図である。
【図７】ゲートラインと反射電極とが電気的に連結された構造を示した断面図である。
【図８】本発明の他の実施例によるアレー基板の画素を示した平面図である。
【図９】本発明の他の実施例による液晶表示装置を具体的に示した断面図である。
【符号の説明】
【００７２】
１００    アレー基板
１１０    第１基板
１２０    ＴＦＴ
１２１    ゲート電極
１２２    ゲート絶縁膜
１２３    アクティブ層
１２４    オームコンタクト層
１２５    ソース電極
１２６    ドレーン電極
１３０    無機絶縁膜
１３１    第１コンタクトホール
１４０    有機絶縁膜
１４１    第２コンタクトホール
１４５，１４７    開口部
１５０    透過電極
１６０    反射電極
１６５    透過窓
２００    カラーフィルター基板
２１０    第２基板
２２０    カラーフィルター
２３０    平坦化膜
２３１    突起
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２４０    共通電極
３００    液晶層
４００    液晶表示装置

【図１】 【図２】



(13) JP 4677198 B2 2011.4.27

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(14) JP 4677198 B2 2011.4.27

【図７】 【図８】

【図９】



(15) JP 4677198 B2 2011.4.27

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  朴　眞　▲スク▼
            大韓民国ソウル特別市西大門区弘済４洞青丘アパート３０２棟１５０７号
(72)発明者  尹　柱　善
            大韓民国ソウル特別市広津区広壯洞現代５次アパート５０４棟１０１号
(72)発明者  秋　教　燮
            大韓民国京畿道水原市八達区霊通洞黄骨マウル住公１団地アパート１３０棟３０６号
(72)発明者  梁　容　豪
            大韓民国ソウル特別市冠岳区新林２洞現代アパート１０８棟１５１０号

    審査官  鈴木　俊光

(56)参考文献  特開平０５－２４９４８８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０２０９０７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－１７１７９４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－０１９５６３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０２Ｆ　　　１／１３４３　　
              Ｇ０２Ｆ　　　１／１３６８　　
              Ｇ０２Ｆ　　　１／１３３５　　



专利名称(译) 阵列基板和具有该阵列基板的液晶显示装置

公开(公告)号 JP4677198B2 公开(公告)日 2011-04-27

申请号 JP2004112943 申请日 2004-04-07

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

当前申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

[标]发明人 朴眞スク
尹柱善
秋教燮
梁容豪

发明人 朴 眞 ▲スク▼
尹 柱 善
秋 教 燮
梁 容 豪

IPC分类号 G02F1/1343 G02F1/1368 G02F1/1335 G02F1/1362

CPC分类号 H01L27/124 G02F1/136259 G02F2001/136268

FI分类号 G02F1/1343 G02F1/1368 G02F1/1335.520

F-TERM分类号 2H091/FA02Y 2H091/FA15Y 2H091/FA16Y 2H091/GA13 2H091/GA16 2H091/JA03 2H091/LA16 
2H092/HA03 2H092/HA05 2H092/JA24 2H092/JA34 2H092/JA40 2H092/JB07 2H092/JB56 2H092
/JB58 2H092/JB64 2H092/MA52 2H092/NA01 2H092/PA12 2H191/FA02Y 2H191/FA14Y 2H191
/FA34Y 2H191/FA45Y 2H191/FB14 2H191/FD04 2H191/FD05 2H191/FD22 2H191/FD26 2H191/GA19 
2H191/JA03 2H191/LA13 2H191/LA21 2H191/NA13 2H191/NA30 2H191/NA34 2H191/NA37 2H192
/AA24 2H192/BC31 2H192/BC64 2H192/BC72 2H192/BC82 2H192/CB05 2H192/EA22 2H192/EA43 
2H192/HB43 2H291/FA02Y 2H291/FA14Y 2H291/FA34Y 2H291/FA45Y 2H291/FB14 2H291/FD04 
2H291/FD05 2H291/FD22 2H291/FD26 2H291/GA19 2H291/JA03 2H291/LA13 2H291/LA21 2H291
/NA13 2H291/NA30 2H291/NA34 2H291/NA37

审查员(译) 铃木俊光

优先权 1020030021875 2003-04-08 KR

其他公开文献 JP2004310110A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：提供用于改善显示特性的阵列基板和具有相同阵列基板的液晶显示装置。 ŽSOLUTION：阵列基板和具有该阵列基
板的液晶显示装置具有信号线GL，形成在信号线GL上的第一绝缘膜122，以及形成在第一绝缘膜122上以重叠的像素电极150信号
线GL与信号线GL连接，并且还与信号线电连接，以通过信号线对从外部提供的信号进行放电。第二绝缘膜140介于像素电极150和
第一绝缘膜122之间，并且具有用于在像素电极150和信号线GL彼此重叠的区域中暴露第一绝缘膜122的开口部分165。因此，可以
改善液晶显示装置的显示特性。 Ž

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/8488315f-dfea-4ced-8b48-b72f29e28e7e
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/033128966/publication/JP4677198B2?q=JP4677198B2



